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アパランシフォトダイオードは半導体素子中で最も高度の接合均一性を要求されるが、 n 型 Siにボロ
ンおよびガリウムを二重熱拡散する方法および p 型 Siに燐をイオン注入する方法を研究し、非常に均
ーな p-n 接合の製作に成功し、アパランシフォトダイオードの工業化に導いたことは半導体工学上
大きな意義をもつものである。さらに、 Si単結晶中に存在する転位線と異常アパラシン増倍との対応
を発見し、転位線の入らない接合製作法として上記 2 方法を開発したことは学問的にも非常に興味あ
る研究である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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